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We investigated the epitaxial graphene films grown on SiC with CF4 plasma treatment and examined 
basic study of graphene devices. The surface roughness of the graphene films is reduced from 1.38 nm RMS 
to 0.53 nm RMS and carrier mobility of the graphene films is increased from 320 cm2/Vs to 1960 cm2/Vs 
by CF4 plasma treatment, respectively. Raman mapping (2D-FWHM) showed that the epitaxial graphene 
grown on SiC treated by CF4 plasma was more homogeneous than the one without CF4 plasma treatment. 
The epitaxial graphene devices on SiC exhibited the ambipolar characteristics. 






























































試料には米国 CREE 社製 Semi-Insulating 4H-SiC(0001)
基板を用いた。まず ICP ドライエッチング装置を用い、
RF印加電力 400 W、基板バイアス 0 W、CF4ガス 30 sccm、
圧力 0.4 Paの条件で、SiC基板に 1 分間のプラズマ処理
を行った。その後、高周波加熱式小型アニール装置（RF
炉）を用いて SiC基板上にグラフェン膜を形成した。グ







ドライエッチング装置を用いて、200 W、酸素ガス 15 
sccm、圧力 0.3 Pa のもとで 1 分間行った。続いて、E-GUN
真空蒸着装置にて Ti/Alを 10/150 nmの厚さで堆積し、リ
フトオフによってソース/ドレイン電極を形成した。ゲー
ト絶縁膜として SiO2 をマグネトロンスパッタリング装
置にて厚さ 50 nm 堆積した。用いたスパッタ条件は RF
パワー300 W、スパッタガス Ar、処理室内圧力 0.8 Paで
ある。最後にE-GUN真空蒸着装置にてNi/Alを 10/150 nm
の厚さで堆積し、ゲート電極を形成した。作製したグラ





















その RMS値は 1.38 nmから 0.53 nmへとおおよそ半減さ
せることができた。 
次にラマン分光法による SiC基板上グラフェン膜のマ





























(a)プラズマ処理無し   (b)プラズマ処理有り 











(a)プラズマ処理無し   (b)プラズマ処理有り 































































1.38 nmから 0.53 nmへと約半減させることができた。表
面荒れを抑制したことで、高温熱処理で形成されたグラ
フェンの層数がより均一化し、そのシートキャリア濃度
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